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研究課題名 基板単結晶の低欠陥化と歪み制御した機能性へテロ構造の創製SiGe

研究の概要等 近年デバイス用材料の研究範囲が広がり、良質な基板が無いために、目的とする

デバイス特性を実現できないケースが極めて多い。この問題の確実な解決方法は、

、 。均一組成の多元系バルク単結晶を成長できる技術を開発し 基板とすることである

我々は、これまで成長界面の温度と位置を モニターできる技術を考案し、界insitu

面温度の定点保持により結晶組成の均一制御を可能にした。この技術に、独自の溶

質元素補給成長法を組み合わせ、極めて均一な組成を有する バルク単結晶をSiGe

実現した。しかし、より高度に歪みを制御した機能性へテロ構造を創製するために

これまでに開発した、は 結晶欠陥の一層の低減が要求されている そこで本研究では、 。

溶質元素補給成長法、成長界面温度・位置の モニター技術により作製する高均一in siru

組成の 結晶を、坩堝を使わない低欠陥化成長技術であるフローティングゾーン法にSiGe

適用し、均一組成を有しかつ低欠陥の バルク単結晶を実現できる新成長技術を開SiGe

発する。この結晶を基板として 薄膜をエピタキシャル成長する。これにより、歪み量をSiGe

精密に制御してバンド構造を人工的に操作し、新たな機能性デバイスの基盤となるヘテロ

構造を創製する。
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（ ）研究期間 平成１４年度～ １８年度 ５年間
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